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1. Charakterystyka badanych urzadzen

Badany zestaw PIM-20 skada sie z dwéch szaf:

~ szafy nadrzednej dyspozytorni typ SND-C6181 nr fabr. 084/96-SND

- szafy typu ID nr fabr. 082/86-ID

i monitora kolorowego typ TWMC-563.

Kazda z szaf jest zasilana z sieci prgdu przemiennego 220 V, 50 Hz.
Szafy sgq zasilane niezaleznymi przewodami sieciowymi o dtugodci ok.
3,5 m kazdy. Nadmiar kabla sieciowego zostal zwiniety w petle o
Srednicy ok. 40 c¢cm i poZozony lugno na podiodze.

Szafy wykonane sa jako urzgdzenia w I klasie ochronnodci.

Szafa SND posiada dodatkowe uziemienie w postaci przewodu GND o prze-—
kroju ok. 6 mm2 przytgczonego bezpoSrednio do skrzynki rozdzielcze].

Przed przystapieniem do badahr z testem wspbdipracy /TWS/ uziemienie
'szafy 1D dél@czono do punktu uziemienia /GND/ szafy nadrzednej.

W docelowej konfiguracji zestawu szafa nadrzedna wspdipracuje z 3
szafami /typu ID, 8D1, SD2/ poprzez interfejsy szeregowe.

2. Sposdb przeprowadzenia badan

2.1. Wykorzystywane programy testowe i kryteria zakZécalno$ci urzadze

W badaniach zakldcalnoSci zestawu zostaty wykorzystane programy tes-
towe: ‘

TP - test prazerwan

PMO - test odczytu informacji z zadanego obszaru pamieci

1

PMZ -~ test zapisu informacji w zadanym obszarze pamieci

TMK -~ test monitara kolorowego

W-1800 /kroczace FF/ - test poprawnosci zapisu i odczytu informacji
W zadanym obszarze pamigci. Polega na zapisie informacji FF w
Jednej z komérek pamigci, sprawdzeniu wystepowania informacji O
w pozostaiych komérkach zadanego obszaru pamieci i w przypadku
pozytywnego wyniku przejsciu do zapisu informacji FF w kolejnej
komérce, i sprawdzeniu wyzerowania pozostakych

TWA - test wejs¢ analogowych. Polega na odczycie wielko$ci analogowej
zadanej na wejSciu

TWS - test wspdipracy mledzy szafami SND i ID. Polega na sterowanym
przez procesory szaf ' przesylaniu informacji pomiedzy pakietami
pamigci wspélnej PK szaf wraz ze zwrobnym przesyltem potwierdze-
nia odbioru.
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Wszystkie programy testowe: umieszczono w pamieciach typu EPROM
w pakiecie Jednostki centralnej.’

Jako kryterium zaklbdcalnodSci zestawu przyjebo:

—~ btedne wykonywanie programu testowego w tym zasygnalizowanie bzedu
w transmisji /przy tedcie TWS/

- niekontrolowane przerwanie wykonywania programu testowvego

- sygnalizacja utraty co najmniej jednego z napieé zasilajacych -
uktadowych

~ zamiana ‘informacji zapisanej lub biedny odczyt co najmniej jednej
z kombébrek pamieci

- zaktbécenia ob-r.azu kontrolnego monitora kolorowego polegajace na
niekontrolowanej zmianie, usunieciu lub dopisaniu dowolnego znaku
/dla testu TMK/.

2.2. 2akres i sposdéb przeprowadzania badan

Zakres badan obejmowat badania zakibécalnodci szaf zestawu PINM-20
dla obwodu sieciowego, obwodu wejsé-wyjsé, obwodu interfejsowego
migdzyszafowego oraz obuddw szaf.
. Badania przeprowadzono wykorzystujac metody zalecane w projekcie PN/E
[1] dla zaklécehr impulsowych nanosekundowych pojedynczych oraz serii
/szczotki/ impulsoédw, impulsowych duzeJ energii, dynamicznych zmian
napigcia zasilania oraz wytadowad elektrycznosci statyczne]j.
W tablicy 2.2.1 podano zestawienie urzgdzed pomiarowych i urzgdzen
pomocniczych stosowanych w badaniach, oznaczenie metod symulacji
oraz podano numery rysunkdéw przedstawiajgcych uktady do symulacji
zaklbcen. ' '
Tablica 2.2.1

Obwéd za_"Symula— lUrzqazeéle pomocnicze gggggzeﬁie g Parametry

ktbcany tor za- | sprzggajace oddziela— PN—867E-D &3l sygnatu
kitdécen ) Jjace ~06600 4%%

sieciowy INSG-222 110 nF NSG-200C | SN1 2 15/100 ns

‘ NSG-225 1 2x10 nF NSG-200C §SN10 3 15/50 ns
GZI-50 1 JF 2,5 mH 5530, SN30 ;4 0,2/50ps |
SZS-2 - - SS70 5 1Un/0

interfej-NSG-222 | klamra po- - SE1 10/15/100 ns

sowy 1 NSG-225 | jemnodciowa ~ SE10 1b/15/50 ns

wejsciowy1G2I-50 | przewdd tes- - SM30 10/10,2/50ps

towy 2zw/m

obudowa  |SED-2 - - SE-80 6

szafy SND

__________ 1o .. —— L ——
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Poniewaz zalecany przez PN/E generator serii impulséw 5/50 ns wytwa-
rza impulsy o poziomach odpowiednio 0,5 kV, 1 kV,i2 kV i 4 kV w celu
doktadnego okredlenia poziomu odpornosSci uzyto dodatkowo generator
impulséw pojedynczych 5/100 ns, ktbéry posiada regulacje amplitudy

co 100 - 150 V w zakresie do 1300 V. ,
Poniewaz od strony obwodu sieciowego wykonanie poszczegbdlnych gzaf
jest identyczne, badania odpornoSci na zakidcenia przeprowadzono

/7 wyjatkiem badania odpornoéci na zaniki.napiecia sieci zasilajacej/
jedynie dla szafy SND. Dla testu wspdipracy TWS zakibécano od strony
sieci obile szafy jednoczednie.,

W kazdym z przypadkédw punkbtami pomiarowymi byty wtyczki kabli siecio-
wych szaf.

0d strony obwodu we/wy badano odpornogé na zakidcenia przez zakibce-
nie kabla dolaczonego do odpowiedniego wejscia lub wyj$cia. Urzadze-
nie sprzégaj@ce stanowila klamra pojemno$ciowa dla zakiécenr impulso-
wych nanosekundowych lub przewdd testowy w prazypadku zakidcen impul-
sowych duzej energii.

04 strony obwodu interfejsowego badano odpornodé na zakibécenia przez
zakldcanie kabla interfejsowego migdzyszafowego. Urzadzenia sprzega—
jace tak jak w zakldbéceniach od strony obwodu we-wy. .
Procedura badania zaklbécalnosci polegaka na zakidécaniu szafy lub

szaf 1 na obserwacji efektdéw zakldcania wg ustalonego kryterium.

W celu okreslenia poziomu zaktdcalnosci badania przeprowadzono od
najnizszych poziomdéw zaklbécenr generowanych przez symulatory i genera-
tory, stopniowo zwigkszajgc poziom az do wystgpienia efektdéw zakidcen
Czas narazania zaktéceniami impulsowymi wynosii kazdorazowo ok. 1 min
co odpowiada wygenerowaniu:

dla zakbceh typu pojedynczego -~ ok. 750 impulsdw

dla zaktéceh typu seria impulséw = ok. 200 serii impulsdw

Ogélne usytuowanie urzgdzed na stanowisku przedstawiono na rys.q.

3. Wyniki badan

Wyniki badai zakidcalnoéci szaf zestawu PIM-20
3.1. Zakibécalnosé szafy SND od strony obwodu sieciowego:

a/ dla zakiécen impulsowych nanosekundowych 5/4100 ns pojedynczych
/metoda SN1/:

N,
-~
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Test ' Typ pamieci ‘'Poziom'zakibécenia Objawy zakidcenia

TP
EIO

TMK
w1800

TWS

PP220

PP210

PK200

PpP210 -

PK200

+1300 V'

+1300
+1300
+1300

+1300

+1300
+1300

+1300

< << < <<<

nie zaobserwowano

nie zaobserwowano
1"

1

b/ dla zaklbécehr impulsowych nanosekundowych 5/50 ns seria impulsdw
/metoda SH10/

c/

Test
TP

PMO
TMK

W-1800

TWS

Typ pamigci Poziom zakldcenia

PpP220

PP210

PX200

+4 kV
+4 kv
+4 kV

+4 XV
~4 KV

+4 KV
-4 kV

+2 kV

Objawy zakitoécenisa

nie zaobserwowano
v 1t

L /patrz
P'Bo?/

1

poprawna realizacja testu
zaswiecenie dioay sygnali-
zujgcej zanik napiecia
-5V na PS41

nie zaobserwowano
przerwanie realizacji test
przejScie do stanu pracy
niekontrolowane]

przektamanie a nastepnie
przerwanie transmisji

dla zaklécen impulsowych duzej energii 0,2 /50.ps /metody SS30,

SN30/
Test
TP
PMO
TMK

W-1800

95%1%%9

éﬁfé/ Poziom zakldcenia

+1000V
PP220 +1000 V
+1000 V
PP210 1000 V
PK200 _ +1000 V

metoda SS530 o
pozaczenie I1-N +1000 V
L1-FPE +700 V
-800 V

metoda SN30

N-PE +750 V
-850 V

Objawy zaktocenia
- nie zaobserwowano

o /pasrz
p.3.7/

"

przerwanie transmisji
1"

sygnalizac ja zaniku napie-
cia +5 V w szafie ID i
przerwanie transmisji
przerwanie transmisji

T




a/
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dla krétkobrwalych zanikéw napiecia sieci Un/0 /metoda SS70/
dla szafy SND

Czas trwania zaniku Objawy zakidcenia

ponizej 7 ms nie zaobserwowano

powyzej 7 ms sygnalizacja wystapienia zaniku napiegcia
zasilajacego /na pakiecie PS-41/

powyzej 53 ms sygnalizacja zaniku napiecie +5 V, +12 V,
-5V, +5 VB

powyzej 108 ums sygnalizacja zaniku napigcia, ale w wyniku

zbyt diugiego czasu trwania zaniku nie ma
podtrzymania 1 dioda sygnalizujjazanik nap
zasilajgcego - przestaje swiecié /na pakie

cie PS-41/

dla szafy Ib

ponizej 7 ms nie zaobserwowano

powyzej 7 ms zadziatanie sygnalizacji wystgpienia zanik
napiecia zasilajacego

powyzej 67 ms sygnalizacja zaniku napiecia +5 V, +12 V,
-5V, +5 VB

od 67 ms do 77 ms nie zatgcza napigcia +5 V mimo powrotu na-
pigcia

powyze] 78 ms sygnalizacja zaniku napig¢é i zataczanie po
powrocie napigcia przemiennego

powyzej 117 ms objawy jak w szafie SND dla 108 ms

3.2. Zaktécalno$é szafy SND od strony obwodu wejéé cyfrowych /listwa

X22/ i wejsé analogowych /listwa X14/

§/ dla zakiécen impulsowych nanosekundowych 5/100 ns pojedynczych

b/

c/

/metoda SE1/

Test Wejscie DPoziom zakldécen  Objawy zaklécenia
TP X22 +1300 V nie zaobserwowano
TWA X14 +1300 V -

dla zakZécen impulsowych nanosekundowych 5/50 ns - seria impulséw
/metoda SE10/
Test WeJjscie Poziom zakldcenh Objawy zaklbcenia

U X22 +2 kV poprawna realizacja testu ale sy-
: gnalizacja zaniku nap.zasil.sieci
wego /pakiet PS41/

TWA X14 +2 KV przektamanie komutatora, komutato
zgtasza zajetosd

dla zakéceh impulsowych duzej energii 0,2/50 Ms /metoda SM30/

Test Wejscie Poziom zakildéceA Objawy zakldécenia

TP Xe22 - 41000 V' nie zaobserwowano

8
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3.3%. Zaklbécalnosé zestawu szaf SND-ID od strony obwodu interfejsowego
miedzyszafowego '

a/ dla zaktdécen impulsowych nanosekundowych 5/100 ns pojedynczych
/metoda SE1/

Test  Pamiegé Poziom zakibcenia Objawy zakiécenia
W1800 PK-200 +560 V zaktbécenie PK-200, zapisanie
szafy SND . w co drugiej komdrce wartos-
ci 39
-800 V =
PP-210 +800 V poprawna realizacja testu,
sygnalizacja wystepowania
transmisji miedzy PK szaf
=800 V -1
PMZ ~ PK-200 +630 V przerwanie realizacji testu,
szafy SND przejdcie do pracy niekon-
trolowane]
-800 V e
™S +320 V wystepowanie zakidcenia prze-
kazu sygnalizowanego przez
I, L2, przerwanie realiza-
¢ji programu
-320 V realizacja programu, ale wy-
stepowanie zakidécen przekazu
sygnalizowanego w szafie ID
rzez 11, a szafie SND przez
T2
+470 V przerwanie transmisji
-500 V ~—

b/ dla zakldcen impulsowych nanosekundowych 5/50 ns - seria impulsdw
/metoda SE10/
Test Poziom zakidcenia Objawy zakidécenia
WS +500 V przerwanie transmisji

¢/ dla zakldécen impulsowych duzej energii 0,2/50 ps /metoda SM30/

Test Pamigé Poziom zakldcenia Objawy zaktbcenia
W1800 PK-200 +1000 V nie zaobserwowano
WS +1000 V L

3.4, Zakldécalnodé szafy SND 1 ID dla wyiadowan elektrycznodci statycz-
nej na obudowe szaf wzgledem ich podstawy /metoda SE80/

Test Poziom zaktdbcenia Objawy zakitdcenia
WS +2 kV zaktécenia przekazu, a nastepnie
/zakres minim/ - przerwanie transmisJji

&,
/

i T
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3.5. Dodatkowo wykonano badanie zaki6écalnosci monitora kolorowego
przy teSgie TMK. Zakidécalnodé wynosi:
a/ od étronyiggéglajacej dla zakiécen impulsowych nanosekundowycﬁ
pojedynczych 5/100 ns '
Poziom zakidcenia Objawy zaklécenia _
' +1300 V nie zaobserwowano - patrz p.3.7

b/ od strony kabla interfejsowego do monitora kolorowego dla zakibdcen

impulsowychs:
‘ Poziom za-  Objawy zakidcenia
k*6cenia
- manosekundowych pojedynczych 5/100
ns +1300 V nie zaobserwowano
| patrz DP.3.7
- duzej energii 0,2/50 us +1000 V -t

\

3.6, W trakcie uruchamiania zestawu wykorzystuje si¢ monitor, ktdéry
jest podiaczony do zestawu przez interfejs szeregowy. Poniewaz

na obiekcie zesbtaw begdzie pracowaé bez monitora uruchomieniowego w ba-

daniach zakiécalnosci po zainicjowaniu testu kabel interfejsowy do

monitora byt odtgczany. Odigczanie interfejsu zapewnilo takze uzyski-

wanie Jjednoznacznych i powbarzalnych wynikéw badan.

Wszystkie wyniki badad zawarte w p.3 zostaily podane dla ukiadu z od-

taczonym kablem interfejsowym do monitora.

Zaobserwowano, %e przytgczenie interfejsu w wiekszosci przypadkdw

wptywato na obnizenie poziomu odpornodci zestawu na zakldcenia

/np. w badaniu zakZécalnoSci szafy od strony obwodu sieciowego dla

zaklbécehr impulsowych nanosekundowych -~ seria impulséw przy teScie PMO

dla PP220 poziom zakldécalnosci dla konfiguracji z odigczonym interfej-

sem wynosi powyzej +4 kV /patrz p.3.1.b/, przylaczenie interfejsu

obniza poziom zaktécalnodci do wartosci -1 KV i +2 kXVA4

3.7. Podczas zakidcehr szafy SND a takze bezpoSrednio monitora koloro-

wego od strony obwodu sieciowego dla zaktdécen impulsowych nano-
sekundowych przy teScie monitora kolorowego TMK na ekranie monitora
daty sie zauwazyé liczne biate kreseczki pojawiajgce sig¢ w takt gene-
racji zakitbécen. Intensywnodé wysbepowania tych zakidceh rosta w miare
wzrostu poziomu zakidcehr. Przy wyzszych poziomach zakibceh /ok. 4kV/
zaobserwowano wyst@powanié zrywania synchronizacjl pionowej. Wszystkie
w/w efekty zaklbéceh poza nieznacznym zmniejszeniem czybtelnodci informa
cji nie kwalifikowaly sig¢ do zaliczenia ich Jjako efektdéw zaktdcen
w mysl kryterium z p.2.1.

0




4. Analiza Wxnikéw‘badaﬁ'~'

4.1. Na podstawie wynikédw pomiardw p.3 oraz Xrybterium z p.2.1 poziomy
odpornoéci szaf SND i ID zestawu PIM-20 wynosza:

1. W obwodzie sieciowym szafy SND

2.

a/ dla zakxdcen impulsowych nanosekundowych pojedynczych powyzej
1300 V 5/100 ns metoda SN1

b/ dla zakidbcenr impulsowych nanosekundowych -- seria impulsédw
w przedziale 1 kV a 2 kV 5/50¢ ns metoda SN10
¢/ dla zakldécen impulsowych duze] energii o w,le, 0L

powyzej 1000 V. 0,2/50 pus metoda SS30
600 Vv .0,2/50 ps metoda SN30
d/.dla krétkobrwatych zanikédw napigcia sieci
52ms Un/0 metod§ 8570
W obwodzie we-wy '
a/ dla zakidécen impulsowych nanosekundowych pojedynczych
powyzej 1300 V 5/100 ns metoda SE1

"b/ dla zakldécen impulsowych nanosexundowych - seria impulsédw

w przedziale 1 KV & 2 kV metoda SE10

¢/ dla zakiéced impulsw ych duzej energii
powyzej 1000 V. 0,2/50 pus metoda SM30

W obwodzie inferfejsowym miedzyszafowyn

a/ dla zakécehA impulsowych nanosekundowych pojedynczych
240 vV 5/100 ns metoda SE1

b/ dla zakldéced impulsowych nanosekundowych -~ seria impulsédw
ponizej 500 V 50 ns/15 ms/300 nms metoda SE10

¢/ dla zaklbécen impulsowych duzej energii
powyzej 1000 V. 0,2/50 ps metoda SM30

Dla wytadowan elektrycznoscli statycznej

ponizej 2 kV metoda SESU )

4.,2. Zalecane poziomy odporno$Sci urzadzen przeznaczonych do automaty~-
zacjli 1 sterowania procesami produkcyjnymi, instalowanych w typowych

pomieszczeniach przemysiowych gdzie nie zastosowano ochrony przeciw-

zaktbéceniowej wg projektu PN/E [1] dla wykonania urzgdzenia W2 o pod-
wyzszonej odpornosci wynoszag:

hY




- W obwodzie sieciowym:
a/ zaktécenia impulsave nanosekundowe 5/50 na 2 kV
/Pojedyncze i seria impulséw/
. b/ zaktbécenia impulsowe duze] energii 1,2/SO ps 2 kv
¢/ krétkobtrwate zaniki napiecia sieci Un/0 20 ms

- W obwibdzie intertejsowym i obwodzie we-wy

a/ zakiécenia impulsowe nanosekundowe 5/50 ns pojedyncze 1 kV

1 seria impulsdw '

b/ zakiécenia impulsowe duzej emergii 1,2/50 pus  1kV ‘
Dla obudowy urzgdzenia wytadowanla elektrycznodci statyczneji;;iili;p

4 kv, ’
4.7. Przyjmujgc kryteria zakldcalnosci ukzadu jak w p.2.1 w wyniku
poréwnania zalecanych przez FN/E [1] i pomierzonych pozioméw odpornoé-
ci mozna stwierdzié, ze szafy SND i ID zestawu PIM-20:
od strony obwodu sieciowego

~ nile speiniajg wymagai na zakXbécenia impulsowe nanosekundowe

- nie speiniajgq wymagad na zakidcenia impulsowe duzej energii

- speiniajg wymagania na krétkotrwale zaniki napiecia sieci
od strony obwodu we/wy

~ spelniajg wymagania . na zaktdcenia impulsowe nanosekundowe

- speiniajg wymagania na zakidcenia impulsowe duze] energii
od strony obwodu intertejsowego miedzyszafowego

-~ nie spelniajg wymagald na zakiécenia impulsowe nanosekundowe

. — speiniajg wymagania na zakiécenia impulsowe duze] energii
oraz nie speiniajg wymagan na wyiadowania elektryczno$ci statycznej.

5. Obserwacje i wnioski

5.1. Kilkakrotnie w trakcie badan, na skutek zakécer impulsowych,
wystepowala sygnalizacja zaniku napigcia sieciowego lub poszcze-
golnych napigé uktadowych na pakiecie PS-41 /patrz p.3.1.b/.
Mozna przypuszczad, ze byl to tylko biad funkcjonowania sygnali-
zacjl a nie rzeczywisty zanik, o czym swiadczy dalsze poprawne
wykonywanie progrému testowego.,

5.2. Podczas badania odpornodci szaf na zaniki napig¢cia zasilajacego
odkryto wystgpowanie przy zanikach w granicach 67-73 ms "martwyc}
pél" zasilacza. Objaw zakldcenia polegal na wytaczeniu zasilacza
i braku zakgczenia napig¢é uktadowych mimo powrotu napiecia prze-
miennego.




5.50

5.4.

5.6.

5.7.

~10—-

Najnizsza odpornosé od strony obwodu wejéciowego analogowego
Jjest okreélona przez zakiodcanie sie komutatora PE-04, ktdry
zgtasza zajetosé /patrz p.3.2.b/.

Dla obwodu sieciowego mozna zaobserwowaé nizszg odporﬁoéé dla

impulséw o polaryzacji ujemnej,“natomigst dla obwodu interfejso-

wego miedzyszafowego dla impulsdéw o polaryzacji dodatniej.

Najnizsze poziomy odpornodci zardéwno przy zakidceniach od’strony

obwodu sieciowego jak i interfejsowego wystepuja podczas wspdi-

pracy szaf SND i ID /dla testu TWS/. MozZzna stwierdzié, ze o po-
ziomie odpornosci szaf zestawu PIM-20 od strony w/w obwoddéw
decyduje odpornosé szaf przy teScie TWS. Niski poziom odpornosci
szaf przy tescie TWS Jest pbwodém nie speiniania wymagad odpor-
noéc}owych szaf zestawu PIM-20 od strony obwodu sieciowego

/patrz p.3.1/.

Ogdlnie nalezy stwierdzié, ze pojedyncze szafy zestawu PIN-20

charakteryzuja sie dobra odpornoécia na zakiécenia. 0dpornodé

na zakidcenia znacznie maleje w przypadku wspdipracy dwdch szaf

zestawu.

W celu podwyzszenia poziomu odpornoSci zestawu na zaklécenia

elektromagﬁetyczne proponuje sie:

- przeanalizowaé ukZady pane%u kontroli napig¢é PS-41 pod <kgtem
zakXécalnoécis, Poprawié odpornos$é sprzez odsprzezenie za pomoca
kondensatordéw napieé wykorzystywanych w panelu lub ewentualnie
sygnaidw tworzonych

- przeanaliéowaé pod katem zakiécalnoSci panel komutatora oraz
oprzewodowanie sygnaZowe i sieciowe w Jego pobliszu

-~ skrécié kabel interfejsowy miedzyszafowy i uporzadkowaé jego
trase gidéwnie w stosunku do kabli zasilanla sieciowego oraz
wprowadzié ekranowanie kabla interfejsowego

~ w przypadku pojawiania sie¢ efektdéw zakldécehr nalezy zastosowad
Srodki przeciwzakldbdceniowe zewnetrzne w .obwodzie sieci zasila-
jace]j zestaw. PrzykZzadowo stosowaé warystory usytuowane na
zewnatrz zestawu w skrzynce przyiacza sieclowego. Aktualnie
mozna stosowaé warystory tleniowe serii LA lub RA produkowane
przea PELELECTRIC, wytwdrce prywabtnego mgr inz., Wojciecha
Pytla . "Wytwarzanie Eleimentéw Elekbtrotechnicznych i Elektro-
nicznych" 54-409 VWiroctaw ul. Hisgzpanska 21.

Zastosowanie warystordw powinno zapewnié podwyzszenie odpornod-
ci impulsowej zardwno dla impulsdédw nanosekundowych jak i dla
impulséw duzej energii’

A%
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.

- zwrdcié uwagg na prowadzenie przewoddw zasilania sieciowego
szaf zesbtawu i zapewnié maksSymalng separacje odlegloécibwq od
innych kabli sieciowych, a szczegdlnie od kabli interfejsowych
miedzyszafowych. '

Na skutek braku peinego oprogramowania oraz niedokoiczenia monta-

zu pozostatych dwbéch szaf niemozliwe byzo zbadanie zaktdécalnobci

zestawu PIM-20 w cato$cl /tzn. dla zestawu 4 szafl jednoczednie/.

Na podstawie dotychczasowych wynikéw pomiaréw przewiduje sieg,

ze w wyniku przestrzennego rozszerzania sig zestawu moze nastg-

pi¢ dalsze obnizenie poziomu odpornoéci szczegdlnie na'zakléce—

nia impulsowe nanosekundowe., W zwigzku z tym nalezy opracowaé
test wspbéipracy lub wykorzystaé test usytkowy sprawdzajacy
funkcjonowanie catego zestawu PIM-20 i dla tego testu przeprowa-
dzié badania uzupeiniajgce niezbegdne do uzyskania peinej oceny
odpornodéci zestawu PIM-20 na zaklbdcenia.

Ak
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Rys.1 Konfiguracje i1 ukady pomiarowe przy badaniu zaktdcalnodci

zestawu od strony: a/ obwodu sieciowego

b/ obwodu interfejsowego

451




- 13 =

SCHAFFNER URZADZENIE
FILTR GENERATOR NP

ODDZIELA- C) BADANE
L1 JACY T T 7]

N __- | - N
E— 44 PE
P NS6200 | Wse 222 :
u
f ..
czestosé
09 zaklécen 42 5H=z
04 1 ¢
Sns v

Rys.2 Uk*ad do symulacji zakiécenl impulsowych nanosekundowych
oraz ksztart impulsu zakXdcajgcego w obwodzie sieciowym,.
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Rys.3 Uk4ad do symulacji zakidcen impulsowych nanosekundowych-
~-seris impulséw.Earamet:y czasowe zakidécenia oraz

ksztalt i parametry pojedynczego impulsu.
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Rys.4 Ukzad do symulacji zakzdcend impulsowych duzej energii
w obwodzie sieciowym i ksztaXt impulsu zakZdcajacego.
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Rys.5 UkZad do symulacji krdtkotrwazych zanikéw napiecia

sieci zasilajace].
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Rys.6 UkZad do symulacji wyXadowan elektrycznosci statycznej
oraz ksztaxt 1 parametry pradu wyiadowania symulsatora.
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